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1. Lecalcul des paramétresimpédancesdu quadrip6ledela figure 1.
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On exprime les tensions en fonction des courants. Les éléments de la matrice
ont la dimension d’impédances (résistances).
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Les paramétres impédances (2¢™ méthode) : Ia loi des mailles en entrée et en sortie

{Vl - R]_Il + R3(11 + 12) — (Rl + R3)11 + R312 - lell +Z]_2]2

Vi =Ryl +R3(Iy + 1) = R3ly + (Ry + R3) I, = Zy1 Iy + Zo3 1,
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On exprime les courants en fonction des tensions. Les éléments de la matrice ont la dimension

d’admittances.
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Vl[ quadripole I v,
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Les paramétres admittances(1¢™ méthode)
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Y, :SiV, =0alorsl, =Y;,.V,

V2 V1 =0 1Y) I1 IE

e Détermination de Y. = Iy 1
12 =

2

v, r 3 \Y

Y,,:SiV;=0alorsl, =Y,,.V,
Détermination de 1 _1 1
L] I I Y22 2 — + =

Valyy—g 72 73

Vi1 Y12] _ lY1 + Y, =Y,
Y21 Yoo =Y, Y, + 13

Les paramétres admittances (2¢m méthode) : Onécrit la méthode des noeuds

3. lesrelations entre les résistances R; et r; lorsque les deux quadripdles sont équivalents.

Vi| |Z11 Zio||Lh l L | Y1 Yae||Mi| |Zi1 Zao v
Vol [Zo1 Zoo ||l o] |Yor Yoo Vol [Zoy Zoo| |Ve

Y11 Yig| 1 Zoo —Zo1
Yo1 Yoo| Zy1.Z2o-Z19Zo1 |~Z12 Z11

Y5 Yo R, R, +R; R,R, + R\R; + R,R; | —R; Ry + R,
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Exercice n°2

1. Lecalcul des parameétresimpédances du quadripdledela figure 3.

(Y, =R, I+
Ji i, = At 2
(v, = R,I,— Ryi ou i =~ > = B+l
{ .8+ ):< Z12
Vy = Ry + 42 v =R, 1 4 Tt Ra)
N A RSV M A S Vi
L 21 ZZZ

Grandeurs caractéristiques des quadriplles :

On considére un quadripdle décrit par sa matrice impédance [Z] :

Vi=2Z,1,+Z,,I, (1)

Vo, =251+ 71, (2)
e=Z2,1,+V, 3)

V,=—-Z.1, (4)

Les grandeurs intéressantes sont :
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V. . . N
e Ay = i gain en tension du quadripOIE:

I, .
e A; =2 gain en courant.
I

Vi . .
o Zp = 1—1 impédance d’entrée.
1

V.o .
o Zp =-2 impédance de sortie.
I

: : I
Gain en courant (fig.3) 4; = 1—2
1

En combinant les équations (2) et (4) :
R, =71, + 751, = _(RL + Zzz)lz =27yl
L Zy

- —_ = —_——
L (R, + Z,,)

! Z (Ry+R)
A =2 =——=21 5), o0 Z,; =Ry, Z,, = 11TR3
Gain en tension (fig.3) A, = %
1
W=L=-2 (6
L
R, +Z R, +Z7Z,,) V.
BG)=1= —%]2 =1, =¥R_Z (7)
21 21 L
R, +7,,) V. |74
(©)et (Ndans () = v, = 7, FetZ2) Ve, Voo
Zyy R, R,
= (le(RL + Zzz) _Zz1Z12>V
ZZIRL Zz1RL 2
— ﬁ — RiZyy + 2112y —Z12Zn
V2 ZnR,

Enposant : AZ =Z,,Z,, — 21,25,
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Impédance d’entrée Z

V
Ly = 1—1 : C’est I'impédance vue de I'entrée du quadripdle

1
(5)dans (1) =V, = Z,,1, — Z _fm
1 11°1 12 (RL+ZZZ) 1

=V, =<Z —ZZL)I
1 11 1 (RL+ZZZ) 1

— ﬁ _ ZyaRy + 24129 — 21225
I (R, + Zy,)

N _Vi _ZyR, +4Z
E= 1~ (R +7Zy)

Impédance de sortie Z,

C’est I'impédance vue de la sortie du quadripdle obtenue en annulant le générateur a I'entrée du quadripdle.

de 3et() =V, = —rl, =2, 1, + Z, I,

I 1z dans (2) =V, %1 L +Z,,1,
= —=— 1, ,dans =
1 (1" + le) 2 21 ( 11) 22
V. —Z1 V, 1Z,,+7Z,Z,, —Z,Z
2 _ <221 +Zzz> 2 Tl T Lulan — Lialn
I, (r+ le) I, (r+Zy)
L, V2 40z
S L (r+Zy)
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Exercice n°3

Matrice de chaine directe : Cette matrice est tres pratique pour la mise en cascade des quadripdles. La
matrice de chaine relic les tension et courant d’entrée aux tensions et courants de sortie. Avec notre

convention elle est définie par :
H’?:f'.]:f{ri.j:]

Les matriceschainesdirectes des quadripolesdesfigures 4 et 5

V1 = aV2 + b(_lz) <V1> _ a b < V2 )
[A] = (? Z) : Matrice chaine

a, b, c et d sont les paramétres de chaine directe, [A] est la matrice de chaine directe.
a et d sont sans dimension.
b est une impédance en Ohm et ¢ est une admittance en Ohm-1.

Quadripdlesérie
La loi des mailles donne : V;, =V, + Z,I, ,I, = —I,

=iz =[] =[5 4%

A
I, =& I,
T T
fig .4
Quadripble paralléle
z3
fig.5
1 0
V.
Vo=V, L+l =1 J,=I,—1,=-=2—1, =>[V1]= 1 [Vz]
Z3 Il Z_ _12
hg,_/
Ay

Associations de quadripoles
Associationencascade
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Exercice n°4

Ce montage est l'association de deux quadnpoles en parallele: le premier est un quadripéle en
T (") et le denxiéme est un quadripdle série (Q") qui contient une seule résistance R

La matrice admittance du quadripole O est la somme des matrices admittance des denx
quadripoles Q' et Q": [Y]=[Y"]+H[Y"].

On a déja déterminé la matrice admittance du quadripéle en T. Il nous reste que déterminer la
matrice admittance du quadripdle série,

i = W
l i R i -
I.l'llJ I I I."'_:.
| |
| i
I |
! l
L e e !
" "y
- = —_—
Y 11 Vil |V"?, —
- . - - FiF n n L] {" 1
5i la sortie est en court-circuit (F,=0), alors: V', = RI"y == V" = V—’ ==
1
" "2
s Y =— .. .
2z v (K =0
- . - - ' " " " 1
Si l'entrée est en court-cirewit (¥ =0}, alors: V", = RI", == ¥y, = V—z ==

" 'rli
- =11 :
F 12 il,..2 |V"1 _ ﬂl
51 l'entrée est en court-cireudt (F;=0), alors:
. " " " " 1
Vs =RI"'s = =RI"y =2V lz:i"'_'l=-i
w2 .
= Y 2] - v Vlrz =0

5i la sortie est en conrt-circwit {F77:=0), alors:
L L] " i :" 1
V|1=Hfl=_ﬁ.{2=}y21= L —

v, R
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Les paramétres Y de la matrice admittance du quadripole équivalent a la mise en paralléle des
deny quadiipoles (quadripole en T et quadripole séne) est donnée par:

1 1
Y91 = ¥V (T) =+ Yy (serie) = —— + —
11 11T 11(5erie) Zi+[23,-",-"23]'+ﬁ'
¥Viz = Viz(T) + Viz(série) = £ !
12 = Viz(T) + Vzlserte) = =0 7.+ 7,2, R
_ o 7, 1
Yoy = Yoy (T) + Yy (série) = - -=
21 = ¥ (T) + Ya(série) 2,2, +Z,Z,+ 2,2, R
1 1

Y2 = ¥oa2(T) + Yoalsérie) = m + E
i



